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 イオンスパッタリング法によってシリコン単結晶への窒化ほう素皮膜の生成

を試みた。窒化ほう素の生成はアルゴン雰囲気中で行い、高周波出力、基板温

度等の皮膜生成速度に及ぼす影響を調べた。その結果、次のことが分かった。 

1. 水晶振動子による膜厚測定値は、表面粗さ測定機による段差測定との比

較の結果、ほぼ正確である。 

2. 皮膜生成速度は、印加電力にほぼ比例して増加する。ただし、低出力側

にしきい値がある。 

3. 皮膜生成速度は雰囲気の圧力で大きく変化し、圧力が 9.3×10-2Pa のとき

最大となる。なお、放電可能範囲は 1.3～4.0×10-2Pa である。 

4. 皮膜生成速度に対する基板温度の影響は少ないが、100～120℃付近が最

も高い。 

5. Ｘ線回折では、この窒化ほう素の薄膜（厚さ 0.05μm）は同定できなかっ

た。 

6. 赤外分光分析の結果からは、h-BN が生成していることが分かった。 

7. ESCA（光電子分光分析）による分析結果からは、皮膜表面に Bと Nが存

在していることが確認された。 
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